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Inventia se refera la dispozitivele semiconductoare, in particular la detectori de gaze si poate fi utilizata pentru
detectarea gazelor toxice in atmosfera.

Detectorul de gaze in baza semiconductorilor halcogenici sticlosi contine un suport izolant, pe care sunt amplasate
consecutiv un strat sensibil la gaze 1n baza unui semiconductor halcogenic sticlos, obtinut prin metoda evapordrii in
vid de As,S;, As,Se; sau a solutiilor lor solide, si doi electrozi. Totodata stratul sensibil la gaze are o suprafata
reliefatd cu o periodicitate stricta, executatd sub forma de retea de difractie prin metoda holografica.
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